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我々は，3 次元フォトニック結晶 (3D PC) の簡便な実現法の確立に向けて，斜め方向プラズマエッチ

ング法の検討を行ってきた [1,2]．この際，斜め方向の 3 方向のエッチングを同時に行うことにより，一回

のプロセスにより 3D PC構造が簡便に形成可能なことを見出し，近赤外波長域 (1500 nm帯) に完全フ

ォトニックバンドギャップ (PBG) をもつ3D PCの実現に成功した[2]．本手法においては，複数のエッチン

グ孔の位置合わせ等の複雑な工程を伴わずに，3D PCを形成することが可能であるため，可視光波長域

に PBGを有する 3D PCなど，より微細な構造の作製にも有用であると考えられる．そこで今回，3方向同

時エッチング法を，従来よりも小さな格子定数をもつ 3D PC 構造の作製に適用し，可視光波長域におけ

る PBGの形成について検討したので報告する． 

可視光域における PBGの形成に向けて，格子定数 axを，従来の 570 nm (1500 nm帯に PBGを形成)

に対して，450 nm，405 nm，360 nm，315 nm と小さくした構造の作製を検討した．3D PCの材料としては

シリコンを用い，エッチング角度 35˚，孔半径 0.38ax，深さ約 1.5周期となるように，エッチングを行った．作

製した各格子定数の試料の上面 SEM 像を，図

1(a)に示す．同図より，格子定数を 315 nm にまで

小さくした場合にも，格子定数が大きい場合と同様

に，3 方向への斜めエッチングが実現できているこ

とがわかり，本手法において，微細な 3次元構造の

形成が可能であることが明らかとなった．これらの

試料に対して，反射率を測定した結果を図 1(b)に

示す．ここで，銀製のミラーの反射率を 100%として

規格化した．同図より，格子定数を小さくするに従

って，PBG の形成を示唆する反射率の高い帯域 

(反射率~80%) が，短波長側に変化する様子がみ

てとれる．格子定数 315 nmの試料においては，波

長 600 nm近傍の波長において反射率の増大が得

られており，可視光波長帯域において PBGが形成

されていることが示唆された．シリコンの光吸収を考

慮した解析結果との比較等詳細は当日報告する． 
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図 1．作製した 3D PC．(a)SEM像．(b)反射測定

結果 (矢印は PBG帯域を示している)． 
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